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Flip-Flops RS Sincrono
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Memorias

* Memodrias séo dispositivos que armazenam informacdes. A partir de agora
trataremos das memorias que armazenam informacbes codificadas,
digitalmente, através de um cdédigo binario qualquer. Essas informacdes
podem ser numeros, letras, caracteres quaisquer, comandos de operacoes,
enderecos ou ainda qualquer outro tipo de dado.

« As memorias encontram seu emprego no campo da informatica, sendo
utilizadas principalmente em computadores e periféricos. Armazenam
dados para enderecamento e programacao.

Classificacdo das Memoarias

e Antes de estudarmos os diversos tipos de memaorias, vamos
conhecer sua classificacdo. Podemos classificar as memoarias
em varios itens diferentes. A seguir, vamos relacionar 0s
principais:

— Acesso,
» Sequencial
» Aleatorio
— Volatilidade;
— Escrita/leitura ou apenas leitura;

— Tipo de armazenamento;
* Dinamico (precisam de “refrescamento*)
 Estatico




Tipos de Memorias

« RAM

— Memoria RAM (Random Access Memory), ou
memoria de acesso aleatorio, € um tipo de
memaria que permite a leitura e a escrita,
utilizada como memoaria primaria em sistemas
eletronicos digitais.

— O termo acesso aleatorio identifica a capacidade
de acesso a qualquer posicao em qualquer
momento, por OposSICao ao acesso sequencial,
imposto por alguns dispositivos de
armazenamento, como fitas magnéticas.

Tipos de Memoarias

« ROM

— Acronimo para a expressao inglesa Read-Only
Memory € um tipo de memdria que permite
apenas a leitura, ou seja, as suas informacoes
sao gravadas pelo fabricante uma Unica vez e
apos isso nao podem ser alteradas ou
apagadas, somente acessadas. S4o memaorias
cujo conteudo é gravado permanentemente.

— A memoria ROM também foi bastante usada em
cartuchos de videogames




Tipos de Memodrias

e PROM

— Uma PROM (do inglés Programmable Read-
Only Memory, ou seja, memaoria programavel
so de leitura) € uma forma de memoria digital
onde o estado de cada bit esta trancado por
um fusivel. A memoaria pode ser programada
sO uma vez depois do fabrico pela “abertura”
dos fusiveis.

Tipos de Memodrias

- EPROM

— Uma EPROM, ou Erasable Programmable Read-Only
Memory, € um tipo de chip de memodria de computador
gue mantém seus dados quando a energia € desligada.
Em outras palavras, € ndo-volatil. Uma EPROM é
programada por um dispositivo eletrénico que da
voltagens maiores do que os usados normalmente em
circuitos elétricos.

— Uma vez programado, uma EPROM pode ser apagada
apenas por exposicao a uma forte luz ultravioleta.
EPROMs séao facilmente reconheciveis pela janela
transparente no topo do pacote, pela qual o chip de silicio
pode ser visto, e que admite luz ultravioleta durante o
apagamento. O processo de apagamento dura de 10 a
30 minutos.




Tipos de Memodrias - EPROM
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Tipos de Memodrias

« EEPROM (Memodria Flash Ex.: Pen Drive)

— Memoria flash € uma memoria de computador do tipo
EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-
Only Memory), desenvolvida na década de 1980 pela
Toshiba, cujos chips séo semelhantes ao da Memoria
RAM, permitindo que multiplos enderecos sejam
apagados ou escritos numa so operacao. Ao contrario de
uma memaoria RAM convencional, preserva o seu
conteudo sem a necessidade de fonte de
alimentacdo.Esta memodria € comumente usada em
cartdes de memoria, flash drives USB (pen drives), MP3
Players, dispositivos como os iPods com suporte a
video, PDAs, armazenamento interno de cameras
digitais e celulares.




Memoria RAM

e Essas memdrias, como ja visto, apresentam as seguintes caracteristicas principais:
acesso aleatdrio e permitem a escrita e leitura de dados.

* O flip-flop € um bloco légico que permite o armazenamento de uma informagéo de 1
bit. Nas memdérias RAM, o flip-flop é utilizado como elemento basico de meméoria.
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Memoarias RAM de N Posicoes

n variaveis de enderecamento => 2" = N, posicdes de memodbria.
Logo, n = log,N.

Por exemplo: para N = 4 (4 posi¢c6es de memoaria), temos:
n=log,4 =>n=2.

ENTRADAS (A
0E [ | 1
9 v, v, v
1D D D D!
DF DD SO AP D =
K CcK cK cx
. FF1 FF2 FF3
—D_R Fre [D—n [D—n R
ENT. DE 1 ] i ]
oap0 L ° ?
CONTROLE { x o y
E/lL X =1 ESCREVE
X =0 LE S
]/ saipa Dt

LEITURA




Memoria RAM em Diagrama de Blocos e
Enderecamento Linear
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RAM 8x4
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Memorias ROM

e Essas memodrias, conforme ja visto, apresentam como caracteristica principal
permitir somente a leitura dos dados nela gravados. Apresentam uma
configuracao semelhante as memadrias RAM no que toca a parte de leitura. Na
verdade, as memodrias ROM sdao circuitos estritamente combinacionais.

e Dentre as diversas aplicacdes, destacamos a sua utilizacdo para construir um
circuito combinacional qualquer, formar geradores de caracteres e armazenar
programas em sistemas digitais.
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Memoaria ROM de 16 PosicOes
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Memoria ROM como Circuito Combinacional
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Ampliacao da Capacidade de uma
ROM Arvore de ROM’s
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Memorias RAM exercicios

Armazene 1 no endereco “01”
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